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１．はじめに（Introduction） 

代表的なZintl 相の一つであるアルカリやアルカリ土類

金属との合金など層状構造を有する物質「CaSi2」は、二

次元のシリコン層の層間にカルシウムが挿入された構造

である。最近、この結晶内のシリコン層が見かけ上の質量

がゼロとなる電子状態を持つことが明らかにされ[1]、超高

速電子デバイスへの応用が期待されている。また、カルシ

ウムの選択的なフッ素化により、フッ化カルシウムにサンド

イッチされた二層構造のシリセンが生成する事も報告され

ている[2]。我々は、デバイス化を目指して、CaSi2エピ膜

をドライエッチングによるメサ構造（島状）の形成を検討し

ている[3]。しかし、メ サ構造の形成（CaSi2薄膜のドライ

エッチング）工程では、リデポ（被エッチング膜の再付着に

よる汚れ：Fig. 1）やレジストマスクとの低い選択性の課題

が浮上し、最適

なエッチング条

件を把握できて

いない。 今回

は 、 最 適 な

CaSi2 アイラン

ド形成用ドライ

エッチング条件

（マスク材料お

よび形成手法）の把

握を検討課題とした。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 レーザー露光装置 
 酸化膜ドライエッチング装置 
 化合物ドライエッチング装置 
 多目的ドライエッチング装置 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 
CaSi2薄膜のメサ構造形成 RIE 後の基板汚れの対策

として「マスク」の検討を実施し、「リフトオフで形成した

MgO マスク」

が最適（綺麗）

な CaSi2 の

RIE 結果であ

ることを確認し

た（Fig. 2）。 

今後は、MgO

マスクによる

CaSi2薄膜の

エッチング条

件の最適化を実施し、デバイスの作製に適応する。 
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Fig. 1 Optical photo image of 
the dry-etched CaSi2 film. 

Fig. 2 Optical photo and SEM images 
of the CaSi2 film after the lift off 
process using MgO mask. 


